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E para solicitar Patente de Invencién en Espaiia

: por: MEJORAS EN LA FABRICACION DE

SEMICONDUCTORES

a nombre de Standard El&ctrica, S.A., domiciliada en

Madrid, ealle de Ramfrez de Prado n.? 7
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Este invento se refiere a scmiconducthres ¥ particularmente

a rectificadores de selenio de alta tensidn.

Es de mucha importancia en el casc de los rectifica-
dores del tipo seco, como éon los de selenio, que lag resisten~
5 cla hacia adelante sea 10 més rducida posible y que la re-—
sistencia hacla atrds sea grande., La resietencia en el sen-
tido de circulacién depende de la resistencia de la capa semi~-
conductora, determinada en cierto grado por la calds de ten-
é '  sién impuesta por la resistencia, la tendencia de la curva

de la corrimate y tensifn, de la capa de la resistencia
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heacia atrés y 1a‘resiéfencia de transicioén de lé supérficie
Sbmiconduotora e la alimentaqion de los electrodos. Este re—
sisténcia‘de trensiocién tiene qué ser la minims posible y tie-
ne‘que ser indepen&iente de la tensi6tn para gue la marcha del
rectificador ses satisfactoria. . Le curva de resistencia ca-

racteristica de la propie cmpa de blogqueo depende de su cons-

titucion quimice y fisica, viniendo la magnitud de la resis—

tencia en ambos gentidos de circulaéiOn de la corriente deter-

minade principalmente por le conductividad del selenio miemo.

Se ha reconocido que la conductividad del selenio
puede aumentarse sensiblemente dandole forma totalmente oris—~
telina con recocerlo a temperatura proxims a su punto de fu-

gion y que la conductividad del selenio puede aumentarse mé&s

todavia con afladirle ociertas substancias, como sﬁlea halsgenas

pulverizadas de metales pesados, alcalis, polvo de carbono o
compuestos orgéniocos. Hecha la conversien, los materisles
afigdidos o bien se pregentan como materias no descompuestas
que- ofrecen cierta conductividad, entrafiedas en el selénio,
o ée descomponen principalmente en 6xidos 6 seleniuros de
buena conductividad. Estos dltimose son cuerpos conductores
¥ forman peligrosas vias de derivacion en el selenio y en le

propia capa de blogueo.

En vista de estos resultados déﬁfavoi&bles, se higo
la sugestion de afiedirle al selenio algfin material que evita-
se impurezas en la capa de sélenio. Habiéndose dedo cuenta
la técnica de la venteja de afiadirle haldgenos puros al sele—
nio puro, se intents afiadirle al selenio halogenos en fo?ma
pura. Pero &e tropezo6 con dificultades pars lograr una meszcla
completa de los halogenos con el selenioj y como paso adelente
en el progreso de la técnica, y con el deseo de evitar la

formacion de peligrosas vias de derivacién en el selenio, se -

ha hecho le sugestion de mezclar cloruro de selenio o
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bromuro de selenio con el selenio y conseguir de este modo

nejor mixture entre los haldgenos y el selenio, guedando este

entonces esencialments exento de residuos conductores.

La adlcion de cloruro o de bromuro de selenio hizo
sumentar la conductibilidad hacia adelante de la capa de blo~
queo, pero al mismo tiempo hubo que aceﬁtar un aumento propor-

cional de la conductibilidad hacia atrss.

"~ Aungue estea filltima idea parecia ser otro buen paso en

el progreso de la técnica, no results satisfactoria en aque-—

.1los casos en que era indispensable aumentar la conductibilidad

hacia adelante del rectificador sin sumentar al mismo tiempo

su conduetibilidad contreria.

AQI es que el presente invento tiene por'principal
objeto efiadirle el selenio material que no tnicamente evite
le formacitn de residuos conduotores en el selenio, a la vez
que evite la formacioén de compuestos de selenio con las impuré—
zes metelicas, sino qﬁe tambienraumente lz conductibilidad del
rectifieador hacia adelante sin alterar su conductibilidad
contrarie, es decir, que reduzca la-relaéion entre la resisé

tencia hacia‘adelante ¥ la resistencie hacia atres, y, ademss,

permita mayor tension que la hasta hoy lograda. Este objeto

prinecipal lo logramos con afiadirle zl selenio una substancia

del grupo de ICt1, IBr, IC13, IBrB.

Otro fin del invento es proporcionar una substancia
del referido grupo en relacison de 100 partes por peso de sele-
nioc a desde 0,001 hasta 0,5 de parte por peso de la mencionada

.substaneda. ¢

lOtro fin més del invento ss proporcionar un método
de produocir un semiconductor para rectifiéaderea de selenio
que comprends la mezcla de selenio con una substancia del zlu~
dido grupe en la citeda proporcion.
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~ Para consegulr la mejor conductibilidad posible y el
réximo aumento de la conductibilidad hacia adelante de la capa
gemiconductora ha resultado particularmente ventejosc mezclar

con el selenio de 0,005 a 0,1 de la mencionade substancia.

La nueva forma de construccion del presente rectifica- {
dor ofrece la ventaja de emplear menor ntmero d¢e discos reetifi- §
cadores en el paquete del rectificador psara conseguir predeter-

minada conductibilided hacia adelante que hasta hoy haya exigido

mayor numero de discos rectificadores.

Hay diversos modos de mezclar bien el compuesto halo-
génieo con el selenio. Uno de estos modos, en caso Ae tratarse
de s6lido, como IBr e ICI3, consiste en pulverizar el compuesto
halogeénico y mézclarlo con el selenio en polvoy otro consiste
en echar en uﬁ crisol el compuesto halogenico, tal como ICl e
IBrB, compuesto que 1ueg§ se cubre con selenio, sacéndose
pértido de ia propiedad que tiene el mencionado compuesto de
endurecerse a temperatura levemente inferior a la temperatura

ambiente ordinaria y de convertirse en humos con calentar el
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crisgol, atacando asi el selenio con gue se herya cublerto y
mesciéniose totalmentgton este, Todavie otro modo de afiadir
unc. substencia del referido grupo de compuestos halogénicos ¢
consiste en diluir ls substzncia en slcohol, en alcoh§1 metié f
lico, etilico, etc., por ejemplo, alcohol que se escapars al

calentarse, quedéndose en el selenio le citads substancia.

Aungue hemos dado a conocer los principios del invento
en relaci6bn con Civersas formas de realizarla, se entiende que
&stas no las damos sino por via de ejemplo y no como limitacién
del alcance del invento segtin expuesto en los bbjetivos de le

misma ¥y en las adjuntes reivindicaciones.
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Este invento corresponde a una solicitud de
Patente formulada en los Estados Unidos del Norte de
Américs el 20 de Noviembre de 1944, sefialada con el
N.? 564,408 y se acoge, por lo tanto, a los beneficies

que otorgan los convenlos internacionales wigentes,

Los puntos de imvencién propia y nueva que se
Presentan pera que sean objeto de esta Patente de Veinte

afios, son los sigulentes:

1. - El método de producir un semiconductor eléctrice

de selenio, caracterizado por la meécla de selenie oon

una sustancia escogida del grupo integrado por IC1, IBr,

IC1a, IBr3.

-2¢ =~ El m8todo de producir un semiconductor eléctrice

de selenioc segin la reivindicacién 1, éaracterizado por-
gue la mezcla de selenic con unae de dichas sustancime vs

en proporcién de 0,001% a 0,05%.

3+ = Mejoras en la fabriocacién de semiconductores,

Tal y como se ha descritc sn la Memoria que ante-

cede y & loe fines especificados.

Ests Memoria consta de cinco hojas escritas por

una Bola cara.
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Tal y como, se ha descrito en la Memoria que

antecede 7 & los fines especificedos.

Zuta Memoria consta de seis hojas escritas por

unea s8ola cara.

Madrid,
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